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[はじめに]有機トランジスタにおいて、n型材料は p型材料と比較して大気不安定、電界効果移動

度が低いという問題点をかかえている。一方で、低消費電力や安定な回路を設計するうえでは、

CMOS技術は重要であり、これらを実現するためには高性能な n型の有機トランジスタを作製す

ることが必要不可欠である。今回、ナフタレンテトラカルボキシジイミド誘導体である

5FPE-NTCDI[1]を有機半導体層に用いることで、低電圧駆動する有機トランジスタの作製・評価

を行ったので報告する。また、集積回路の作製も行ったので合わせて報告する。 

[実験]今回作製した有機トランジスタはトップコンタクト構造で、ゲート電極としてアルミ電極、

絶縁膜としてアルミ酸化膜 (4 nm)と自己組織化単分子膜 (2 nm)[2]、有機半導体層として

5FPE-NTCDI(30 nm)、ソースドレイン電極として金を用いた。作製した有機トランジスタのデバ

イス写真を図 1 に示す。作製した有機トランジスタは良好な特性を示し、3 V 駆動で、電界効果

移動度は最大で 0.3 cm
2
/Vs、オンオフ比は 10

4以上を示した。また CMOSインバータを作製した

ところ 1.5 Vで駆動し 50以上のゲインを確認した。 
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